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كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

P N عرض ناحيه تهي كاهش و ارتفاع سد پتانسيل افزايش مي يابد-با اعمال ولتاژ مستقيم به پيوند .

P N عرض ناحيه تهي افزايش و ارتفاع سد پتانسيل كاهش مي يابد-با اعمال ولتاژ مستقيم به پيوند .

P N عرض ناحيه تهي و ارتفاع سد پتانسيل كاهش مي يابد-با اعمال ولتاژ مستقيم به پيوند .

P N عرض ناحيه تهي و ارتفاع سد پتانسيل افزايش مي يابد-با اعمال ولتاژ مستقيم به پيوند .
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كدام گزينه در مورد جريان انتشاري در نيمه هادي ها صحيح است ؟

.ناشي از عدم يكنواختي تراكم حاملهاي بار الكتريكي در نيمه هادي بوده و بدون وجود ميدان الكتريكي خارجي نمي تواند برقرار شود

.ناشي از عدم يكنواختي تراكم حاملهاي بار الكتريكي در نيمه هادي بوده و بدون وجود ميدان الكتريكي خارجي مي تواند برقرار شود

.ناشي از حاملهاي اقليت در نيمه هادي بوده و بدون وجود ميدان الكتريكي خارجي نمي تواند برقرار شود

.ناشي از حاملهاي اقليت در نيمه هادي بوده و بدون وجود ميدان الكتريكي خارجي مي تواند برقرار شود
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كدام گزينه عبارت زير را به طور صحيح كامل مي كند؟

شكستن پيوندهاي كووالان و آزاد شدن الكترونها از تأثير مستقيم ميدان الكتريكي ناحيه تهي.............................. در پديده 

.  ولت يافت مي شود6از ............................ بر آنها ناشي مي شود و احتمال وقوع آن در ديودهايي با ولتاژهاي شكست 

شكست ضرب بهمني ، بيشترشكست ضرب بهمني ، كمتر

شكست زنري، كمترشكست زنري، بيشتر
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كدام يك از ديودهاي زير در بخشي از مشخصه خود داراي مقاومت منفي است؟

ديود خازنيديود زنرديود تونليديود نوري 
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كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

.در تجزيه و تحليل سيگنال كوچك ديود را با مقاومت ديناميكي آن جايگزين مي كنند

.در تجزيه و تحليل سيگنال كوچك ديود را با مقاومت استاتيكي آن جايگزين مي كنند

.در تجزيه و تحليل سيگنال كوچك ديود را به صورت اتصال كوتاه در نظر مي گيرند

. در نظر مي گيرند6/0در تجزيه و تحليل سيگنال كوچك ديود را به صورت ولتاژ ثابت 
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مدار شكل زير چه مداري است؟

مدار كلمپ يكسوكننده نيم موجتنظيم كننده ولتاژبرش دهنده
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مدار شكل زير چه مداري است؟

يكسوكننده نيم موج يكسوكننده تمام موج 

مدار كلمپ در سطح صفرمدار دو برابر كننده ولتاژ
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BJTBJTBJTBJT معمولاً ميزان ناخالصي در يك ترانزيستور :

.در لايه بيس بيش از ساير لايه هاست.در تمام لايه ها يكسان است

.در لايه اميتر بيش از ساير لايه هاست.در لايه كلكتور بيش از ساير لايه هاست
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كدام يك از تقويت كننده هاي زير مقاومت ورودي كوچك، مقاومت خروجي بزرگ و بهره جريان كوچكتر از يك دارد؟ 

فيدبك كلكتوراميتر مشترككلكتور مشتركبيس مشترك
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كدام گزينه در مورد مدار بافر صحيح است؟

.براي ذخيره ولتاژ به كار مي رود.براي تطبيق امپدانس به كار مي رود

.براي افزايش بهره ولتاژ به كار مي رود.براي محدود كردن جريان به كار مي رود
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 چقدر است؟ β باشد مقدار α=0.95 اگر BJTدر يك ترانزيستور 

5049 2019
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نمي باشد ؟كدام گزينه در مورد صافي خازني صحيح 

.افزايش ظرفيت خازن باعث كاهش درصد ريپل موج خروجي مي شود

.افزايش فركانس باعث كاهش درصد ريپل موج خروجي مي شود

.  افزايش ولتاژ ورودي باعث كاهش درصد ريپل موج خروجي مي شود

.افزايش جريان متوسط بار باعث افزايش درصد ريپل موج خروجي مي شود
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BJTBJTBJTBJT نيست؟  صحيحكدام گزينه در مورد مدل هيبريد ترانزيستور 

IC در نقطه كار ترانزيستور هستندپارامترهاي هيبريد به طور كلي تابع دما و جريان  .

hie وابسته به ميزان جريان باياس اميتر استمقدار  .

hoe بسيار بزرگ استمقدار  .

hfeβ . است برابر با مقدار 
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 نيست؟كدام يك از گزينه هاي زير از خصوصيات تركيب دارلينگتون مدار شكل زير 

بهره جريان بسيار بزرگمقاومت ورودي بالا

جريان نشتي كمبهره ولتاژ نزديك به يك
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؟نمي باشد صحيح JFETكدام گزينه در مورد 

.اصول كار آن بر مبناي كنترل جريان حاملهاي الكتريكي بين سورس و درين از طريق تغيير مقاومت ناحيه كانال است

.اگر در ناحيه اشباع باياس شود، مي تواند به عنوان منبع جريان مورد استفاده قرار گيرد

.يكي از خصوصيات مهم آن در فركانسهاي پايين، مقاومت ورودي پايين آن از سر گيت است

.اعمال ولتاژ به گيت به گونه اي است كه در اطراف گيت يك ناحيه تهي تشكيل مي شود
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مدار شكل زير چه مداري است؟

دارلينگتون بوت استرپدارلينگتون

اميتر فااوئربوت استرپ 
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مدار شكل زير چه نوع تقويت كننده اي است؟

اميتر مشترككلكتور مشتركبيس مشتركاميتر فالوئر
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 در مدار زير چقدر است؟I و با فرض ايده آل بودن ديودها جريان Vi = 3 vبه ازاي 

7 mA2 mA4 mA3 mA
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. جريانهاي كلكتور و بيس ترانزيستور را محاسبه كنيدVBE(on)= 0.7 v و β=50در مدار شكل زير با فرض 

IB=1 mA ، IC=20 mAIB=0.022 mA ، IC=1.1 mA

IB=0.11 mA ، IC=5.5 mAIB=0.4 mA ، IC=20 mA
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كه ترانزيستور را به اشباع مي برد چقدر است؟ VBBدر مدار شكل زير حداقل مقدار 

VCC=20 v , RC=2 kΩ , RB=10 kΩ , VBE(on)=0.7 v , β=100

1.8 v1.2 v2.4 v0.4 v
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در مدار درين مشترك زير بهره ولتاژ تقريباً چقدر است؟

AV=gmRS/(1+ gmRS)AV=gmRS/1+ gm

AV=(1+ gm)RG/(1+ gmRS)RSAV=(1+ gm) RS/rd
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كدام گزينه بيانگر مقاومت ديناميكي ديود است؟

DQ
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iDiDiDiD 8.0 چقدر است؟در مدار شكل زير جريان)( =onV
D

1.35 mA1.07 mA0.85 mA0.22 mA
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 به كدام گزينه نزديكتر است؟VCE=4 vبه ازاي  RB، مقدار VBE(on)=0.7 و β=100در شكل زير با فرض 

55 kΩ85 kΩ105 kΩ125 kΩ

24

%���

-

....

 ، كدام گزينه صحيح است؟VGS > VT و VGD > VT ارتقايي داشته باشيم NMOSاگر در يك ترانزيستور 

.در ناحيه اشباع است.در ناحيه تريود است

.نمي توان اظهار نظر كرد.خاموش است

25

%�

��

-

..

..

.در مدار شكل زير با فرض ايده آل بودن ديودها، مشخصه انتقالي را محاسبه و رسم كنيد 1-

�Q��5, �R���

%,S+E��� 
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كارشناسي

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

سري سوال تستي) : دقيقه(زمان آزمون تستي: تعداد سوالات  تشريحيتشريحي

 ��� �!"#�,%�"�� �!"#� �����&'

%�� ()*+ )*+ :::

:

:

: :

�,��-'�. ��&/0'1��23� 4��) �56�&/7,(�,��-'�. ��&/0')��23� 
6�(�56�&/7,�,��-'�. ��&/0'1��23� 4��) �56�&/7(

, 1 %%%)+8+ ����9� 
���&' ��&/0') �56�&/7, 1 %:%%+(+ ( �";2< ��&/0' 1=���!'��� ����>, �";2< ��&/0'1

����"'��� ����>, �";2< ��&/0' 1�/�#��, ?�� ��&/0' 1��&@ ����>, ?�� ��&/0' 1�";2< ��&/0' ����>

)���!"#����,( ?�� ��&/0' 1=�!/. ����>, ?�� ��&/0' 1�����6' ����>, ?�� ��&/0' 1��� �!"#� ����>%:%A+%A

را طوري محاسبه كنيد كه R2 و R1مقادير مقاومتهاي .  استβ<200>100در مدار شكل زير، براي ترانزيستور 

.دامنه نوسان متقارن جريان كلكتور حداكثر شده و نقطه كار پايداري خوبي داشته باشد

2-%,S+E��� 

hoe و hfe=100 ،hie=1.5 KΩ در تقويت كننده شكل زير، با فرض 
-1

=40 KΩ مقادير ، AV ، AVS  وRi را با

.استفاده از قضيه ميلر محاسبه كنيد

3-%,S+E��� 
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كد درس/رشته تحصيلي

سري سوال تستي) : دقيقه(زمان آزمون تستي: تعداد سوالات  تشريحيتشريحي

 ��� �!"#�,%�"�� �!"#� �����&'

%�� ()*+ )*+ :::

:

:

: :

�,��-'�. ��&/0'1��23� 4��) �56�&/7,(�,��-'�. ��&/0')��23� 
6�(�56�&/7,�,��-'�. ��&/0'1��23� 4��) �56�&/7(

, 1 %%%)+8+ ����9� 
���&' ��&/0') �56�&/7, 1 %:%%+(+ ( �";2< ��&/0' 1=���!'��� ����>, �";2< ��&/0'1

����"'��� ����>, �";2< ��&/0' 1�/�#��, ?�� ��&/0' 1��&@ ����>, ?�� ��&/0' 1�";2< ��&/0' ����>

)���!"#����,( ?�� ��&/0' 1=�!/. ����>, ?�� ��&/0' 1�����6' ����>, ?�� ��&/0' 1��� �!"#� ����>%:%A+%A

 ،RG=1 MΩ ،  RS=500 Ω ،RD=2 KΩ ، VDD=16 v ، rd=100 KΩدر مدار تقويت كننده شكل زير با فرض 

 |VP|=4 v و IDSS=16 maبهره ولتاژ و مقاومتهاي ورودي و خروجي تقويت كننده را بدست آورديد ،  .

4-%,S+E��� 

. نوع ارتقاعي و چگونگي ايجاد كانال در آنرا را با رسم شكل توضيح دهيدNMOSساختار  5-%,S+E��� 
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